oBe LED-Anzeigen

|

,.Eg.Anzeigeeinheiten mit integrierten MOS-Treibern

camittierende Diode (LED) ist wohl eines der Halbleiter-
" s das in den letzten Jahren, als es auf den Markt
rischaﬂlich verwertbar wurde, am meisten von sich
te. Das grofe Interesse an LED und den damit auf-

pumerischen sowie alphanumerischen Anzeigeeinhei-
4o quch in Zukunft anhalten. Bedarf und Anwendungen
arte) Einrichtungen, die dem Menschen Zahlen und
mittelbar anzeigen, sind recht betrachtlich. Deshalb
kiinftig wichtig sein, der Entwicklung geeigneter An-
altungen fiir LED-Einheiten besonderes Augenmerk zu

ich muB eine Einrichtung zum Ansteuern von LED-An-
giten folgende Funktionen erfiillen:

gkodieren der bindren Eingangsbitmuster in solche Bit-
, die zum Ansteuern der LED-Anzeigeelemente (Segmen-
Matrixpunkte) geeignet sind,

ersorgen der LED mit Strom (hierzu gehéren auch Strom-
ungswiderstédnde) und

Steuern des zeitlichen Ablaufs aller Vorgidnge innerhalb der
chaltung.

¢/das Eingangsbitmuster abgebende Schaltung wihrend der
fiir andere Aufgaben frei bleiben, mufl die LED-Ansteuer-
g eine weitere Funktion erfiillen, ndmlich

wischenspeichern der Eingangsbitmuster.

ger Stand der Technik
steuerschaltungen realisierten die eben genannten Funk-
fiir jede einzelne Anzeigeeinheit. Es stellte sich jedoch bald
daB diese Losung nicht immer die wirtschaftlichste ist. Das
isbesondere fiir alphanumerische Anzeigen, bei denen die Ko-
: {}:; Dekodierschaltung den grofiten Teil der Gesamtkosten aus-
L.
sweg bot sich an, mehrere Anzeigeeinheiten mit einem De-
Im Zeitmultiplex zu betreiben. Das bedeutet, daf einer-
Leinem bestimmten Zeitpunkt nur ein Teil der gesamten An-
ingeschaltet ist und, daf} andererseits die Abtastfrequenz so
sem_ mufl, dall dem menschlichen Auge eine vollstdndige,
reie Anzeige erscheint.
der Vielzahl der mdglichen Abtastmethoden seien im folgenden
erausgegriffen, wobei eine alphanumerische Anzeigeeinheit
TS x 7-LED-Matrix zugrunde gelegt wird.

enfiir-Zeichen-Methode
i€ser Methode werden die Anoden der LED gleicher Matrix-
et jeder Anzeigeeinheit miteinander verbunden, so daB sich
ine beliehigc Anzahl von Anzeigeeinheiten immer 35 Eingédnge
+ Auflerdem bilden die in jeder Anzeigeeinheit zusammen-
-tFtcﬂ‘ Katoden simtlicher 35 LED einen weiteren Anschluf}
Nzeigecinheit, Jede der vorgesechenen Anzeigeeinheiten ist iiber
. Anschlul mit einer Abtasteinrichtung verbunden. Die bind-
-:’Ba“gscluten befinden sich zunichst in einem Umlaufspeicher,
Del‘:‘“SBang auf die Dekodierschaltung arbeitet. Der Ausgang
8. Werden nun der Umlaufspeicher und die Abtasteinrich-
.mlt aufeinander abgestimmten Frequenzen getaktet, so er-
- uf den Anzeigeeinheiten ein vollstdndiges stehendes Abbild
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Odierers wiederum speist die 35 parallelen LED-Anoden-

mit geringem Aufwand realisierbar

der gewiinschten Zeichenkombination. Diese Methode bietet sich
insbesondere fiir monolithisch integrierte LED-Matrizen an, da bei
diesen die Dioden einseitig iiber das Substrat miteinander verbun-
den sind.

Zeile-fiir-Zeile-Methode

Bei dieser Methode werden die Anschliisse der LED zeilen- und
spaltenweise zusammengefalt, d. h. sidmtliche in einer Zeile (X)
liegenden Katoden bilden einen gemeinsamen Zeilenanschluf3 und
simtliche in einer Spalte (Y) liegenden Anoden bilden einen Spalten-
anschluf3.

Damit ergeben sich fiir » LED-Matrizen mit einem 5 x 7-Raster
insgesamt 7 Zeilenanschliisse und # - 5 Spaltenanschliisse. Die Bit-
muster werden an die Spaltenanschliisse gelegt. Die Zeilenanschliis-
se sind mit der Abtasteinrichtung verbunden. Diese Methode setzt
diskrete LED voraus.

Um die Anzahl der Anschliisse am integrierten Dekodierer so ge-
ring wie mdglich zu halten, erscheint an dessen Ausgang jeweils
nur das Bitmuster fiir eine Zeile oder Spalte. Bei beiden Metho-
den sind deshalb Speicher erforderlich, die im ersten Falle das Bit-
muster fiir ein Zeichen und im zweiten Falle das Bitmuster einer
iiber n Zeichen gehenden Zeile zwischenspeichern.

Beide Multiplexmethoden haben jedoch zwei entscheidende Nach-
teile:

erstens sind die von den Ausgangstransistoren der Abtasteinrich-
tung abzugebenden Stromimpulse relativ hoch (die Amplitude steigt
mit zunehmender Anzahl von Anzeigeeinheiten), und zweitens dn-
dert sich ein betrdchtlicher Teil der Schaltung in Abhéngigkeit von
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Bild 1: Prinzipschaltbild einer Ansteuerschaltung fiir LED-An-
zeigeeinheiten mit MOS-Schieberegistern
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Bild 2: Ausfiihrungs-
beispiel eines LED-
7-Segment-Moduls
mit MOS-Treibern

der Anzeigeeinheitenanzahl (das gilt insbesondere fiir die erste
Methode).

Nimmt man fiir jede LED einen DurchlaBstrom von 5 mA und fir
jedes Zeichen einen Mittelwert von 15 LED an, so ergibt sich bei
n Anzeigeeinheiten ein Pulsstrom von 7,5 - n [mA]!

Das gilt fiir beide Methoden, jedoch mit unterschiedlichem Tast-
verhiltnis.
Beide Nachteile
schaltung in eine solche Form
einheit integriert werden kann.
numerische 7-Segment-Anzeigen,
erwihnt — nicht immer die wirtschaftlichste Losung.

Eine neue Ansteuertechnik

Die genannten Nachteile entfallen mit folgendem einfachen Prinzip:
Ordnet man jedem Element
zeigeeinheit eine Speicherzelle zu, so
.sen des Systems. Ist

Ein-Transistor-Speicherelement mit 1600 bitje mm?

Bislang wurden in der Technik der dynamischen Halbleiterspeicher,
in denen die Information als Ladung in einem Kondensator gespei-
chert wird, 3-Transistoren-Elemente angewandt. Mit ihnen ist in
Speicherdichte bis zu 900 bit/
mm? erreicht worden. In den Siemens-Forschungslaboratorien wur-
den nun Ein-Transistor-Speicherelemente entwickelt, die unter An-
wendung einer n-Silizium-Gate-Technik eine Speicherdichte von
Das neue Speicherelement mit den Ab-
besteht aus einem n-Silizium-Gate-Aus-
wahltransistor und einem Speicherkondensator, der mit Hilfe einer
Inversionsrandschicht in Silizium-Gate-Technik aufgebaut wird
Aluminium-Wortleitungen von je.5 pm
Breite und Abstand, diffundierte Bitleitungen von 4 um Breite und
ein Kontaktloch von der Wortleitung zum Silizium-Gate mit den
Abmessungen 4 um X 6 pm. Die Speicherkapazitit des Elements

herkémmlicher Fotodtztechnik eine

1600 bit/mm? ermoglichen.
messungen 20 pm x 31 pum

(Bild). Verwendet wurden

betriigt 55 fF (1 fF = 1 femto Farad = 10-%5 As/V).

Die entwickelten Versuchschips kennzeichnen ferner die zusammen
Regenerierschaltungen (Fla-

chenbedarf 62 pum x 100 pm je Schaltung) fiir die Bewertung der

mit den Speicherelementen integrierten

8

bedeuten, daB es sehr schwierig ist, die Treiber-
zu bringen, daf sie mit der Anzeige-
Es gibt zwar integrierte Treiber fiir
sie bieten aber — wie eingangs

(LED oder LED-Segment) einer An-
entfillt das beschriebene Pul-
die Speicherzelle obendrein Bestandteil eines

Schieberegisters, so ergibt sich ein modulares Systen
leicht integrieren 1ift. Die nunmehr erforderlichen njed M dg
konnen von MOS-Schaltungen geliefert werden, Det? Al
gangswiderstdnde begrenzen vorteilhafterweise dic LED.g}
Insgesamt gesehen, erfiillt also eine solche integrierte My
tung die letzten drei der oben erwihnten vier Funkgj
Schaltung 1dRt sich vereinfachen, wenn der Dekudiere': i
‘Ausgang hat. Bild 1 zeigt das Prinzipschaltbild der Anordis
Der Dekodierer wandelt die binéren Eingangsdaten in en.
len Kode um. Aus diesen seriellen Bitmustern werden diig
genden Zeichen geformt. Die Zeitschaltung steuert dep
Ablauf dés Dekodiervorganges und taktet die Schicberegiste
Die Ausgangstransistoren jeder Schieberegisterzelle lieform b
Sie haben ferner im Ein-Zustand einen definierten Wide
daB zusitzliche Strombegrenzungswiderstdnde nicht ben;
den. Ausgangsstrome unterhalb 10 mA lassen sich durch:
len einer Steuerspannung erreichen. Hohere Strome lief
geschaltete Ausgénge. Das Ubertragen der Daten von ej
zur anderen ist sehr einfach, da je Einheit nur ¢in Einga
Ausgang vorhanden sind. Damit wird es das erstemal
grofie LED-Anzeigen mit einem wirtschaftlich vertretbaren
wand aufzubauen. Uber zusitzliche Gatter konnen beispiel
einzelne Zeichen mit gednderter Information iiberschriebe
Als Grundschaltung fiir solche Systeme dient ein 18:b
register mit bis zu 10 mA je Ausgang. Zwei dieser MOS-
gen kénnen eine alphanumerische Anzeigeeinheit mit einer !
LED-Matrix bei 10mA LED-Strom ansteuern. Eine nus
7—Segmcnt—LED-Anzeigeeinheit 1iBt sich mit einer dieser
Schaltungen betreiben, wobei die paarweise zusammengesch
Ausginge liefern. In jedem Fall kinnen d
und die MOS-Schaltungen auf demselben Keramiksubstrat
baut und mit iiblichen Techniken verbunden werden. Bild
als Beispiel einen 7-Segment-Modul.
Mit dem aufgezeigten Prinzip wird es in Zukunft moglic
preisgiinstige, kleine numerische und alphanumerische
zeigeeinheiten zu produzieren und in ,beliebiger* Anzahl
der zu reihen.
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solcher Verstirker kann fiir 256 Speichereleme
den. Es wird angenommen, dal} sich mit diesen
und den Regenerierverstiirkern Speicherchips mit
zu 16 k bit je Chip realisieren lassen.
okah

velektronikpraxis« — NI- 10~



